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ELECTRÓNICA BÁSICAELECTRÓNICA BÁSICA

El Transistor MOS

Problemas

ResPrB.I-1
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Problema 1(a)
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Problema 1(a)
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Problema 1(b)

• M1 EOSat: 

−
V

VDD = + 5 V
W1 = 10 μm
L 4

1 1GS TOP DSV V V 

 2'1
1 1

1

2D p GS TOP

W
I K V V

L
  

R110 k

−
VDS1

+VGG
+
−

VGS1
+

ID1

M1

L1 = 4 μm
 1 1

1

' 21 1
1

1 1

2

1

2

D p GS TOP

DD DS
p DS

L

W V V
K V

L R


   

2
1 1 1

80 400
0, 2.258

43 43DS DS DSV V V V    

ResPrB.I-6

43 43

1 1 13.158 , 1.842GS DS TOP GG DD GSV V V V V V V V      

1
1 1 1

1

274 , 274DD DS
D DP D

V V
I A I I A

R
 

      



4

Problema 1(b)
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•

−
V

VDD = + 5 V
W1 = 10 μm
L 4

1 12.5 , 2.5 , :GG GSV V V V M SAT   

 2'1
1 1

1
D GS TOP

W
I K V V  

R110 k

−
VDS1

+VGG
+
−

VGS1
+

ID1

M1

L1 = 4 μm  1 1
1

1

1

2D p GS TOP

DD DS

I K V V
L

V V

R


 

1

430
2.56 500 100

8 DSV 

ResPrB.I-8

1

1 1

8
3.624 , 137.6

DS

DS DV V I A    

1 1: 1.6 3.624GS TOP DSTest de saturacion V V V V V     



5

Problema 1(b)
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Problema 2(b)
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Problema 3(a)
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Problema 3(a)

• Circuito equivalente de pequeña señal en LF:  
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Problema 3(b)

• Circuito equivalente de pequeña señal en LF:  
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Problema 3(c)

• Modelo pequeña señal:
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Problema 3(d)
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Problema 3(d)

• Circuito equivalente de pequeña señal:

ResPrB.I-21
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Problema 4(a)

• Parámetros de geometría:
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Problema 4(a)

• Capacidades de puerta (M saturado):
2
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Problema 4(b)

• Parámetros de geometría:

9.6 mW 

233.28 mSA 
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Problema 4(b)

• Capacidades de puerta (M saturado):
2
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• Capacidades de drenador y fuente:
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